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Wiasnosci dielektryczne monokrysztatow
Pb(Cdi/3N02 3) (B

WSTEP

Pb(cdy”Nb2y~)0~ (w skrocie PCN) nalezy do ferroelektry-
kéw typu perowskitu z silnie rozmytym przejsciem fazowym o
charakterze relaksacyjnym [t] (przejscie z fazy ferroelek-
trycznej do paraelektrycznej)é

Warunki otrzymywania monokrysztatbw PCN po raz pierwszy
podano w pracy [2], gdzie przedstawiono tez zaleznosci £ (T)
i tgl'(T). &(T) - przenikalnosd dielektryczna materiatu,
tg<T(T) tangens kata strat,otrzymane przy czestotliwos$ci po-
la pomiarowego réwnej 5 MHz (w przedziale temperatur
293K-723K). Maksymalna warto$¢ wystepowata w temperaturze
ok. 543K, a tg”™ malat ze wzrostem temperatury. W pracy [3]
przedstawiono wnioski z badarn mikrodomen w dyfuzyjnych przej-
Ssciach fazowych ferroelektrykéw PZN i PCN. Wpracach £1,4,53
przedstawiono technologie i zaleznos$xi £.(T) i tg<T(T) przy
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réznych czestotliwos$ciach pola pomiarowego (ods2 kHz do
10 MHz).
Autorzy pracy [5] badali zaleznosci £(T), £ '(T),
tg<5(T) dla ceramik PCN (otrzymanych metoda gorgcego praso-
wania) przy czestotliwosciach pola pomiarowego 150, 500 kHz,
1, 2, 5, 10 MHz, z ktérych wyznaczono zaleznos$ci parametru
charakteryzujgcego krzywa £(T) od czestotliwosci pola
pomiarowego. Zalezno$¢ £ (T) dla rozmytych przejs¢ fazowy*
podawana w [6,7] nm postac:

6'" 1e;1+a «*>* <o>

A - wspodtczynnik proporcjonalnosci.

Celem niniejszej pracy byto zbadanie wplywu czesto-
tliwos$ci pola pomiarowego (w zakresie 105 -.107 Hz) na cha-
rakter rozmytego przejscia fazowego w monokrysztatach PCN.

WYNIKI DOSWIADCZALNE | WNIOSKI

Monokrysztaty PCN uzyskano w IF US w Katowicach metoda
krystalizacji z roztworu przedstawiong w pracy [2].

Pomiary £(T) i tg<f(T) prébek z elektrodami srebrnymi
prowadzono przy pomocy mostka pojemnosci BM-432 (Tesla),
przy czestotliwosciach pola pomiarowego 150, 500, kHz,

1, 2, 5, KO MHz. Przyktadowe przebiegi £(T), £ _1(T) i tg(T(T)
otrzymane przy czestotliwosci 2 M przedstawia rys. 1.
Otrzymane wartosci temperatury Tm odpowiadajacej £ T lezg
w przedzihle 548K - 563K podczas grzania i 533-548K podczas
chtodzenia, przy czym obserwowano tendencje do przesuwania
sie temperatury Tmw strone nizszych wartosci przy wzroscie
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czestotliwos$ci pola pomiarowego* ROznica temperatur Tm

w procesie grzania i chtodzenia wynosita Srednio 15K.
Itysunek 2 przedstawia przebieg zaleznosci (M) dla

skrajnych wartosci stosowanych czestotliwosci pola pomiaro-

wego (150 kHz i 10 MHz). Wcelu utatwienia analizy wykreséw

£ _1(T) z uzyskanych wynikbw obliczono, podobnie jak w pracy

[5], wartosci parametru ™ na podstawie zaleznosci:

log <"1 -£7’) = c¢c +Jog (T-Tm) <2)

Uzyskane wyniki pozwolity stwierdzi¢ niezalezng od tempera-
tury warto$¢ parametru f'] w przedziale 373K - 723K, ktdra
rosta w przyblizeniu liniowo z InP (rys. 3). Przedstawiono
tu tez Srednig warto$¢ tego parametru (~) w waskim prze-
dziale temperatur 723K - 793K. Wartosci ~sg w catym prze-
dziale stosowanych temperatur istotnie wieksze od jednosci,
% czego wynika, ze krysztat nie przechodzi do fazy paraelek-
trycznej ponizej temperatury 5207K.

Rysunek 4 przedstawia przebiegi tg<T(T) przy stosowa-
nych czestotliwos$ciach pola pomiarowego w procesie chtodze-
nia (analogicznie uzyskano w procesie grzania). Z przebie-
gow tych wynika, ze przy niskich temperaturach (zblizonych
do 373K) tg(T ros$nie, a w poblizu 773K maleje ze wzrostem
czestotliwosci pola pomiarowego. Przy wzroscie czestotliwo-
§ci uwydatniajg sie lokalne minima i maksima tg<T przesuwajace
sie w strone temperatur wyzszych.

Przedstawione wyniki Swiadczg o silnej zaleznosci wia-
snosci dielektrycznych w PCN od czestotliwos$ci przylozonego
pola pomiarowego.

Aby wyjasni¢ charakter przejscia fazowego w PCN naleza-
toby powyzsze wyniki uzupetni¢ innymi badaniami (dylatome-
trycznymi, elektrycznymi, strukturalnymi). Obserwowane np.
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przesuniecie maksimum 8 w kierunku temperatur nizszych przy
wzroodcie czestotliwosci pola pomiarowego byto juz przedsta-
wione w kilku pracach [5»8,9»10j, w ktérych nie wyjasniono
jednak w sposéb rozstrzygajacy przyczyny tego zjawiska.
Przypuszcza sie, ze jest ono zwigzane z silnym wplywem prze-
wodnictwa elektrycznego, jak rowniez z odstepstwami od ste-
chiometrycznego rozkiadu jonéw Cd i Nb.

Autorzy pragng ztozy¢ podziekowanie prof, drowi hab.

Janowi Handerkowi za pomoc i cenne rady w czasie wykonywania
tej pracy.

Cz. Kajtoch, Cz. Kus
Dielectric properties of Pd/Cdj “emanocrystals

Abstract

The temperature dependence of 8 and tg<T was investiga-
ted for monocrystalline sample of PbCd*"NbAMON various
measurement field frequencies.

A strong connection between dielectric properties and
field frequency was established”

The ~ coefficient and its temperature and frequency
dependence was obtained.
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